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[背景] Y2O3はプラズマ耐性が高く、従来から使用されている Al2O3に替わってプラズマを用い

た半導体製造装置内部の部材として使用され始めている。しかしながら、プロセスの安定性に大

きな影響を与えている反応性プラズマに含まれるイオンおよび反応性ラジカルによる材料表面の

物理化学的変化は明らかではない。今回、我々は、反応性プラズマに含まれる低エネルギーF+イ

オンおよびフッ素原子の Y2O3表面における反応を評価した。 

[実験] 質量分離イオンビーム装置を用いて F+イオン（入射エネルギー：100, 300 eV ）を Y2O3

に照射し、表面化学状態の変化を X線光電子分光分析法（XPS）により測定した。また、XeF2分

子は表面に容易に解離しフッ素原子を生成することから、Y2O3表面に XeF2を 2000L(10-6 Torr・sec)

曝露することで、フッ素原子の反応性を評価した。 

[結果] 100 eVの F+イオンを照射および XeF2曝露した Y2O3表面の Y3dXPSスペクトル（Y3d）

を下図に示す。照射量は 1e17ions/cm2であり、イオン照射による変化は照射量は 5e16ions/cm2以

下で飽和している。イオン照射により Y2O3のピークに加えて YF3および YOxFy/YFｘ(x<3)のピー

クが現れており、表面にフッ化層が形成されていることがわかる。しかし、XeF2を曝露した表面

で YF3ピークは現れない。これらの結果は、YF3の形成には入射エネルギーの寄与は必要である

ことがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. XPS peak separation of Y3d spectra 
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